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PRODUCAO DE DANQS E FORMACAO DE BOLHAS DE HE EM SI INDUZIDA PELO
153 BOMBARDEAMENTO IONICO Amilton M. Teixeira, Paulo F. Fichtner, Moni Behar (Departamento de Fisica,
Instituto de Fisica, UFRGS).

A implantacdo de He em Si produz a formacéo de danos e até de bolhas dependendo da fluéncia de implantagdo e de outros
parametros tipicos. O objetivo deste trabalho é estudar a producéo destes defeitos quando a implantagdo é em direcdo canalizada.
Neste caso diferem significativamente o dano produzido, a producgdo e as caracteristicas das bolhas de He formadas do caso em
que a implantagdo é em direcdo aleatéria. Com este fim realizamos implanta¢cdes de He em Si na dire¢cdo <100> primeiro a uma
energia fixa e a temperatura ambiente mudando as fluéncias de implantagdo. Posteriormente implantamos a alta temperatura
mudando a temperatura de implantagdo entre 200 e 350 °C. Finalmente, pretendemos mudar a fluéncia de implantago tanto nas
condigbes de temperatura ambiente como de implantacdo canalizada a alta temperatura. A comparagcdo com experiéncias
semelhantes realizadas por implantacdo de He em Si em direcéo aleatéria nos da a informacéo procurada a respeito da influéncia
das condic@es de implantacéo canalizada na formacéo de danos e producéo de bolhas de He em Si (CNPg-PIBIC/UFRGS).

50





